
ICS33.120.10
L27

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T11313.201—2018

射频连接器
第201部分:电气试验方法
反射系数和电压驻波比

Radio-frequencyconnectors—Part201:Electricaltestmethods—
Reflectioncoefficientandvoltagestandingwaveratio

2018-09-17发布 2019-01-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
中国国家标准化管理委员会

发 布



前  言

  GB/T11313《射频连接器》的电气试验方法部分计划发布以下部分:
———第201部分:电气试验方法 反射系数和电压驻波比;
———第202部分:电气试验方法 插入损耗;
———第203部分:电气试验方法 屏蔽效率;
———第204部分:电气试验方法 耐射频高电位电压;
……
本部分为GB/T11313的第201部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会(SAC/TC190)归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第四十研究所、通鼎互联信

息股份有限公司。
本部分主要起草人:吴正平、王凤、喻志安。
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射频连接器
第201部分:电气试验方法
反射系数和电压驻波比

1 范围

GB/T11313的本部分规定了射频连接器的反射系数、电压驻波比和回波损耗的测试方法,包括频

域法、时域法、门控时域法。
本部分适用于接电缆的射频连接器(以下简称电缆连接器)、接微带射频连接器(以下简称微带连接

器)和射频连接器转接器(以下简称转接器)等的测试,也适用于多通道射频连接器和混装连接器中的各

射频通道的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11313.1 射频连接器 第1部分:总规范 一般要求和试验方法

3 术语和定义

GB/T11313.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
反射系数 reflectionfactor
在连接器的任一截面上的反射波波矢量的幅值与入射波波矢量的幅值之比,用式(1)表示。

Γ=
Vr

Vi
=
ZL-Z0

ZL+Z0
…………………………(1)

  式中:

Γ ———反射系数;

Vi ———入射电压;

Vr ———反射电压;

Z0 ———传输线的标称阻抗,单位为欧姆(Ω);

ZL ———传输线终端负载阻抗,单位为欧姆(Ω)。

3.2
电压驻波比 voltagestandingwaveratio
在连接器的任一截面上的最大电压与最小电压之比,其表达式及与反射系数的关系用式(2)表示。

VSWR=
Vmax

Vmin
=

Vi+Vr

Vi-Vr
=
1+ Γ
1- Γ

…………………………(2)

  式中:

VSWR———电压驻波比;
1

GB/T11313.201—2018




